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Нитрид индия относительно новый и мало изученный материал. Установлено, что InN - прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны ~0.64 эВ при комнатной температуре. Такие характеристики делают нитрид индия перспективным материалом для создания фотоприемников и фотовольтаических устройств, работающих в ближнем ИК-диапазоне. Данные о фотопроводимости InN (диапазон фоточувствительности, знак фотопроводимости) малочисленны и весьма противоречивы [1,2]. Это связано, в первую очередь, с проблемами выращивания эпитаксиальных слоев InN, наиболее совершенные из которых имеют концентрацию свободных носителей заряда (электронов) >1017 см-3. При таких концентрациях равновесных носителей наблюдение фотогенерации затруднено. Изменение подвижности носителей при освещении может приводить к отрицательной фотопроводимости. В вырожденном полупроводнике проявляется эффект Бурштейна-Мосса, изменяющий диапазон межзонной фотопроводимости. 

В данной работе при комнатной и гелиевых температурах были впервые зарегистрированы спектры положительной фотопроводимости n-InN для межзонных переходов при минимальном влиянии эффекта Бурштейна-Мосса и сопоставлены со спектрами пропускания, со спектрами и кинетикой фотолюминесценции. Полученные результаты характеризуют нитрид индия как однородный прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны Eg(n=0)~0.64 эВ, с фотооткликом в широком диапазоне от 0.62 эВ при комнатной температуре. При использовании мощного перестраиваемого источника возбуждения обнаружен сигнал подзонной фотопроводимости, возможно связанный с переходами примесь-зона. В докладе обсуждаются возможности определения электрически активных примесей в InN по спектрам фотопроводимости. 
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